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Verfahren zur naSchemischen Behandlung von Halbleiterscheiben 

Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zur nafichemischen 
Behandlung von Halbleiterscheiben, bei dem die Halbleiterschei- 
5 ben mit Behandlungsf liissigkeiten behandelt werden, insbesondere 
ein Verfahren zum Reinigen von Halbleiterscheiben aus Silicium. 

Ein Verfahren dieser Gattung ist beispielsweise von M.Meuris et 
al. in Solid State Technology, July 1995, p. 109 beschrieben 
10 worden. 

, ^ Durch die vorliegende Erfindung wird ein Verfahren zur Verfii- 
gung gestellt, mit dem Halbleiterscheiben besonders effektiv 
von metallischen Verunreinigungen und Partikeln befreit werden 
15 konnen. 

Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zur nafichemischen 
Behandlung von Halbleiterscheiben, bei dem die Halbleiterschei- 
ben mit Behandlungsf liissigkeiten behandelt werden, das dadurch 
20 gekennzeichnet ist, daS die Halbleiterscheiben. zuerst mit einer 
wasserigen HF-Losung, anschlieSend mit einer wasserigen 0 3 - 
Losung und schlieSlich mit einer wasserigen HCl-Losung behan- 
delt werden, wobei diese Behandlungen eine Behandlungsf olge 
bilden. 

Es hat sich herausgestellt , dafi die Aufgabe durch diese Behand- 
lungsf olge, die nicht durch eine Spulung mit Wasser oder einer 
anderen Behandlungsf liissigkeit unterbrochen werden darf und 
ausschliefilich bei einem pH-Wert durchgef iihrt wird, der kleiner 

30 als pH 7 ist, gelost wird. Die erf indungsgemafie Behandlung mit 
den angegebenen Behandlungsf lussigkeiten erfolgt in Behand- 
lungsbadern, wobei es bevorzugt ist, die Behandlungsf liissigkeit 
dem entsprechenden Behandlungsbad teilweise zu entnehmen und 
sie diesem gefiltert wieder zuzufiihren. Auf diese Weise werden 

35 Aufwendungen fur die benotigten Chemikalien gespart . Das Zufiih- 
ren von Wasser in die Behandlungsbader ist zu unterlassen, da 
beim Offnen von Ventiien Druckstofie hervorgeruf en werden und 
Partikel in die Bader eingetragen werden konnen. Das Weglassen 
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einer Spiilung mit Wasser zwischen den Behandlungen mit den che- 
misch wirksamen Flussigkeiten spart auch Aufwendungen fur die 
Bereitstellung von zur Reinigung von Halbleiterscheiben iibli- 
cherweise verwendetem deionisierten Wasser. 

5 

Die Behandlungen bestehend aus der Behandlung der Halbleiter- 
scheiben zuerst in einem Bad mit einer wasserigen HF-L6sung, 
anschlieSend in einem Bad mit einer wasserigen 0 3 -L6sung und 
schlieSlich in einem Bad mit einer wasserigen HCl-Losung bilden 

10 eine Behandlungsf olge B 2/ der eine Behandlung B 1 der Halbleiter- 
scheiben in einem Bad mit einer wasserigen SCl-L6sung vorange- 
stellt sein kann. Bevorzugt ist eine SCl-L6sung, die NH 4 0H und 
H 2 0 2 oder TMAH (= Tetramethylammoniumhydroxid) und H 2 0 2 enthalt. 
Der Behandlungsf olge B 2 kann auch eine Trocknungsbehandlung B 3 

15 der Halbleiterscheiben nachgeschaltet sein. Die Trocknungsbe- 
handlung wird vorzugsweise nach dem Schleuder-, HeiSwasser- , 
Isopropanol- oder Marangoniprinzip durchgef uhrt . 

Besonders bevorzugt ist, die Reihenfolge der Behandlung der 
20 Halbleiterscheiben gemafi dem Term m* (B 1 + B 2 ) +B 3 zu gestalten, 
wobei m eine natiirliche Zahl ist und die Behandlung B x und die 
Behandlungsf olge B 2 nacheinander durchgegf iihrt werden und dies 
m-fach ausgefiihrt wird, bevor die Trocknungsbehandlung B 3 er- 
folgt . 

Die in der Behandlungsf olge B 2 eingesetzte wasserige HF-L6sung 
enthalt HF vorzugsweise in einer Konzentration von 0,1 bis 
2 Gew.-% und gegebenenf alls HC1 in einer Konzentration von bis 
zu 2 Gew. -%. Die in der Behandlungsf olge B 2 eingesetzte wasseri- 

30 ge 0 3 -L6sung enthalt vorzugsweise 0 3 in einer Konzentration von 
1 bis 30 ppm und wird gegebenenf alls mit Megasonicwellen beauf- 
schlagt. Die in der Behandlungsf olge B 2 eingesetzte wasserige 
HCl-Losung enthalt HCl vorzugsweise in einer Konzentration von 
0 # 001 bis 10 Gew.-% und gegebenenf alls 0 3 und kann mit Megaso- 

35 nicwellen beaufschlagt sein. Die Temperatur des Bads liegt vor- 
zugsweise bei einer Temperatur von Raumtemperatur bis 8 0 °C. 
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Die nachfolgende Gegemiberstellung eines Beispiels mit Ver- 
gleichsbeispielen zeigt die vorteilhafte Wirkung der Erfindung 
auf . 

Die Tabelle enthalt die Ergebnisse (3 -Sigma-Werte) von ublichen 
Zahlungen von Partikeln bestimmter GroSe (LPD=light point de- 
fects) , die an jeweils 20 polierten Halbleiterscheiben nach ei- 
ner naSchemischen Behandlungsf olge und einer fur alle Halblei- 
terscheiben gleichartigen Trocknung durchgefiihrt wurden. 

Das Beispiel (B) umfaSte die Behandlungsf olge : HF-Bad, deioni- 
siertes Wasser/Ozon-Bad, HCl-Bad mit Megasonic-Beauf schlagung . 
Das Vergleichsbeispiel 1 (VI) umfaSte die Behandlungsf olge : HF- 
Bad, deionisiertes Wasser/Ozon-Bad, Spulung mit deionisiertem 
Wasser auSerhalb des Bads. 

Das Vergleichsbeispiel 2 (V2) umfaSte die Behandlungsf olge : HF- 
Bad, deionisiertes Wasser/Ozon-Bad mit anschlieSender Spiilung 
mit deionisiertem Wasser im Bad und Megasonic-Beauf schlagung . 



LPD (urn) 


>0 . 3 


>0 .2 


>0.16 


>0 . 12 




Anzahl 


Anzahl 


Anzahl 


Anzahl 


B 


3 


7 


30 


480 












VI 


4 


13 


50 


550 












V2 


10 


50 


140 


550 
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Patentanspriiche : 

1. Verfahren zur naiSchemischen Behandlung von Halbleiterschei- 
beri; bei dem die Halbleiterscheiben mit Behandlungsf liissigkei- 

5 ten behandelt werden, dadurch gekennzeichnet , daS die Halblei- 
terscheiben zuerst mit einer wasserigen HF-Losung, anschlieSend 
mit einer wasserigen 0 3 -L6sung und schlieSlich mit einer wasse- 
rigen HCl-L6sung behandelt werden, wobei diese Behandlungen ei- 
ne Behandlungsf olge B 2 bilden. 

10 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daS.der 
Behandlungsfolge B 2 eine Behandlung B 1 der Halbleiterscheiben 

^> mit einer wasserigen SCl-Losung vorangestellt wird. 

15 3 . Verfahren nach Anspruch 1 oder Anspruch 2 , dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi der Behandlungsfolge B 2 eine Trocknungsbehandlung 
B 3 der Halbleiterscheiben nachgeschaltet wird. 

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet , daS die 
20 Reihenfolge der Behandlung der Halbleiterscheiben gemafi dem 
Term m* (B x + B 2 ) +B 3 erf olgt , wobei m eine naturliche Zahl ist 
und die Behandlung B x und die Behandlungsfolge B 2 nacheinander 
durchgegfiihrt werden und dies m-fach ausgefiihrt wird, bevor die 
Trocknungsbehandlung B 3 erf olgt . 

5- Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, daS die wasserige HF-Losung HF in einer Konzentration 
von 0,1 bis 2 Gew.-% und gegebenenf alls HC1 in einer Konzentra- 
tion von bis zu 2 Gew.-% enthalt. 

30 

6. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, daS die wasserige 0 3 -L6sung 0 3 in einer Konzentration 
von 1 bis 3 0 ppm enthalt und gegebenenf alls mit Megasonicwellen 
beauf schlagt wird . 

35 

7. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, daS die wasserige HCl-Losung HCl in einer Konzentra- 
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tion von 0,001 bis 10 Gew.-% enthalt, gegebenenf alls Ozon ent- 
halt und gegebenenf alls mit Megasonicwellen beaufschlagt wirci. 

8. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, daS die Trocknungsbehandlung nach dem Schleuder-, 
HeiSwasser-, Isopropanol- oder Marangoniprinzip durchgefiihrt 
wird. 

9. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 8, dadurch gekenn- 
zeichnet, daS die wasserige SCl-Losung NH 4 OH und H 2 0 2 oder TMAH 
(= Tetramethylammoniumhydroxid) und H 2 0 2 enthalt. 

10. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 9, dadurch gekenn- 
zeichnet, daS jede Behandlung mit einer Behandlungsf lussigkeit 
in einem Bad durchgefiihrt wird. 
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Zusammenf assung : 

Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zur nafichemischen 
Behandlung von Halbleiterscheiben, bei dem die Halbleitersche 
ben mit Behandlungsf lussigkeiten behandelt werden. Das Verfah 
ren ist dadurch gekennzeichnet , daS die Halbleiterscheiben zu 
erst mit einer wasserigen HF-Losung, anschlieSend mit einer 
wasserigen 0 3 -L6sung und schlieSlich mit einer wasserigen HC1- 
Losung behandelt werden, wobei diese Behandlungen eine Behand 
lungsfolge bilden. 
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